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我々は次世代Ｘ線天文衛星への搭載を目指して、Ｘ線 SOI-CMOS検出器 XRPIXの開発を行っている。我々
は、作業コストの低い小型素子を繰り返し試作することでデザインの最適化をおこない、その知見を大面積素子に
反映させるという開発戦略を取っている。その過程において、Pinned-Depleted-Diode (PDD) 構造を導入した小
型素子 XRPIX8.5 が過去最高の分光性能を達成した。そこでこの素子をベースに、PDD 構造を有する大面積素
子である XRPIX-X を開発した。この XRPIX-X は大型素子としては過去最高の分光性能を示したが、その分光
性能には領域依存性がみられた。この原因は、配線抵抗による IR ドロップのため、電源入力パッドから離れるほ
どピクセル PD リセット部の CMOS スイッチから Charge-sensitive Amplifier への charge injection (CI) 量が
想定から外れたためと推測した。この結果を受けて、我々は、電源入力パッドを追加し、CMOS スイッチを構成
する PMOS, NMOS のタイミングを独立に制御できるようにした XRPIX11 を開発した。果たして、XRPIX11
では分光性能の領域依存性が低減されていることがわかった。本公演では、最適な CI量決定のために作成した
PMOS のサイズが異なる Test-Element-Grope 領域の評価も含めた、XRPIX11の性能評価について報告する。


